BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschliissel:

() [ ] verdffentlichung im ABl.
(B) [ 1 An Vorsitzende und Mitglieder
(¢) [ 1 An Vorsitzende

(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 9. Dezember 2003

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0889/99 - 3.2.7
Anmeldenummer: 92907494 .6
Verd6ffentlichungsnummer: 0577678

IPC: C23C 16/40
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verbundkdrper, Verwendung des Verbundkdérpers und Verfahren zu

seiner Herstellung

Patentinhaber:
Widia GmbH

Einsprechender:
Sandvik AB

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 56, 114(2)

Schlagwort:

"Verspdtet eingereichte Dokumente (nicht zugelassen)"

"Erfinderische T&tigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 06.03



9

Europdisches European
Patentamt Patent Office
Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen _
des brevets 2

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0889/99 - 3.2.7

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.7
vom 9. Dezember 2003

Beschwerdefiihrer:
(Einsprechender)

Vertreter:

Sandvik AB
S-811 81 Sandviken (SE)

Weber, Dieter, Dr.

Weber, Seiffert, Lieke
Taunusstrasse 5a
D-65183 Wiesbaden (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Widia GmbH
Munchner Strasse 90

D-45145 Essen (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

A. Burkhart
H. E. Hahn
C. Holtz

Vorsitzender:
Mitglieder:

Vomberg, Friedhelm, Dipl.-Phys.
Schulstrasse 8
D-42653 Solingen (DE)

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung

des Europédischen Patentamts iiber die

Aufrechterhaltung des europdischen Patents
Nr. 0577678 in geidndertem Umfang, zur Post

gegeben am 15. Juli 19989.



-1 - T 0889/99

Sachverhalt und Antrédge

IT1.
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Der Beschwerdefilhrer (Einsprechender) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das
européische Patent Nr. 0 577 678 in ge&ndertem Umfang

aufrecht zu erhalten, Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch des Einsprechenden war das Patent in
vollem Umfang im Hinblick auf Artikel 100 a) EPU
(mangelnde Neuheit und erfinderische Téatigkeit)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daf es nicht
nahe liegend sei, das aus der Entgegenhaltung D1 fir
Stahlsubstrate bekannte Plasma-CVD-Verfahren auch fiar
Hartmetalle oder Cermets zu verwenden. Die Auswahl der
Verfahrensparameter sowie der Substrate hdtten einen
wesentlichen EinfluR auf die Beschaffenheit der
Endprodukte. Die Entgegenhaltung D7 lehre eindeutig nur
amorphe Schichten, so daff insbesondere eine Kombination
der Entgegenhaltungen D1 und D7 die beanspruchten

Gegenstande nicht nahe lege.

Die folgenden Dokumente sind im Beschwerdeverfahren in

Betracht gezogen worden:

Dl = WO-A-90 06 380

D2 = J. Patscheider "Plasmachemische Abscheidung und
Charakterisierung von Hartstoffschichten aus
Aluminium-0xid und Titannitrid", 1989, Seiten 4-7
und Seiten 66-73

D7 = DE-A-3 234 943
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Am 9. Dezember 2003 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

a) Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem

Umfang zu widerrufen.

b) Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte,
die Beschwerde zurickzuweisen und das Patent im
Umfang der Anspriche 1 bis 10 eingereicht in der
mundlichen Verhandlung vom 17. Juni 1999 gemip der
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
aufrecht zu erhalten. Hilfsweise wurde beantragt,
das Patent nur im Umfang der Anspriiche 1 bis 9 der

Zwischenentscheidung aufrecht zu erhalten.

Die der Zwischenentscheidung zugrunde liegenden

unabhdngigen Anspriche 1, 9 und 10 lauten wie folgt:

"1l. Verbundkdérper, bestehend aus einem Hartmetall- oder
Cermet-Substratkdrper und einer oder mehreren
Oberflachenschichten, von denen mindestens eine,
vorzugsweise die auflere, aus a-Al,0; besteht, die eine
feinkristalline Struktur aufweist bzw. aufweisen, deren
durch die Halbwertbreiten der mit CuK,-Réntgenstrahlung
gemessenen Beugungslinien eine mindestens dreimal so
groffe Halbwertsbreite als die eines pulverfdérmigen
Kompaktkérpers aus o-Al,0; oder einer mit einem CVD-
Verfahren bei 1000 bis 1100°C aufgetragenen o-Al,0;-
Schicht aufweisen und die bei Substrattemperaturen von
400 bis 750°C mittels des Plasma-CVD-Verfahrens
aufgetragen worden ist, wobei die Plasmaaktivierung an
dem als Kathode geschalteten Substratkdrper mit einer

gepulsten Gleichspannung herbeigefihrt worden ist."
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"9. Verwendung des Verbundkdrpers nach einem der
Anspriche 1 bis 8 als Schneidwerkstoff zur spanenden
Bearbeitung, als Hochtemperaturwerkstoff, vorzugsweise
in Brennkammern, oder als verschleifRfester Werkstoff fiur
aneinander reibende Teile, insbesondere Nockenwellen,

oder als Stranggufwerkzeug oder Druckgufform."

"10. Verfahren zur Herstellung einer
Oberflachenbeschichtung aus o-Al,0; auf einem Hartmetall-
oder Cermet-Substratkdrper und mindestens einer hierauf
abgeschiedenen Hartstoffschicht, dadurch gekennzeichnet,
dass die o-Al,03-Beschichtung bei Substrattemperaturen
von 400 bis 750°C mittels des Plasma-CVD-Verfahrens
durchgefihrt wird, wobei die Plasmaaktivierung an dem
als Kathode geschalteten Substratkdrper mit einer

gepulsten Gleichspannung herbeigefihrt wird."

Der Beschwerdefuhrer hat im schriftlichen Verfahren und
in der mindlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Dokument D1 stellt den nachstkommenden Stand der Technik
dar, der die Plasma-CVD-Beschichtung metallischer
Grundkérper mit nicht leitendem Beschichtungsmaterial

of fenbart. Das CVD-Beschichten von Hartmetallen ist
bekannt und das Aluminiumoxid liegt meistens als o-Al,0;
vor (vgl. Seite 1, letzter Absatz). Da Dokument D1 neben
dem gepulsten Gleichspannungsplasma auch alle
Verfahrensparameter offenbart (vgl. Schreiben wvom
06.11.03, Seite 8, Parametertabelle) und sich der
Temperaturbereich mit jenem gem&p Anspruch 10 weitgehend
Uberlappt, liegt der Unterschied lediglich im

Stahlsubstrat gemdff D1 bzw. den Hartmetallen und Cermets
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gemaP Streitpatent, das aber urspriinglich auch
Stahlsubstrate umfaf’te (vgl. Patent, Seite 4, Zeilen 32
bis 28), so daf zwangslaufig die o-Al,0;-Schicht erhalten
werden mufl. Diese Zwangslaufigkeit mufte nicht durch
eigene Experimente belegt werden, da den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen (= WO-A-92-17623) des Streitpatents
gutachtlich zu entnehmen ist, daf das beanspruchte
Plasma-CVD-Verfahren zur Abscheidung von Aluminiumoxid
auch auf Stahlsubstraten zu einer feinkdérnigen a-Al,0;-
Schicht fuhrt (vgl. WO-A-92-17623, Seite 14, zweiter und
dritter Absatz; Figuren 5 bis 6). Da Hartmetalle aber
schon in D1 genannt sind, ist es fiir den Fachmann nahe
liegend, diese a-Al,03;-Schicht auch darauf abzuscheiden.
Die unmittelbaren Substrate, sowohl bei Dokument D1 als
auch beim Streitpatent, waren die identischen
Zwischenschichten von z. B. TiN oder TiC, so daR die
Substrat-Diskussion eine Scheindiskussion darstellt.
Dokument D1 nennt im Ubrigen auch Oxide als

Zwischenschichten (vgl. Seite 5).

Der Verbundkdérper gemdP Anspruch 1 wird mit dem
Verfahren gemaf Anspruch 10 erhalten, so daf das
zusatzliche Merkmal der feinkristallinen Struktur, das
Gtber die Halbwertsbreite der Rdéntgenbeugung definiert
ist, ebenfalls zwangsladufig erhalten werde. Eine
Verbreiterung der Linienbreite ergibt sich ebenfalls
zwangslaufig, wobei dieser Verbreiterung feinere
Kristalle entsprechen. Die Abscheidung bei niedrigerer
Temperatur im Vergleich zur klassischen CVD-Abscheidung
resultiert auch in geringeren Zugspannungen bzw.
Druckspannungen, die ebenfalls flir breitere
Beugungslinien sorgen. Das Streitpatent offenbart keine
weiteren Parameter wie z. B. die Gasgeschwindigkeit oder

den Volumenstrom des Gases und auch das Gasgemischsystem
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ist nicht auf das des Beispiels begrenzt. Das Gassystem
AlCl;/CO,/H, ist das Standardsystem (vgl. D2, Seite 4,
unten) . Das Dokument D7 offenbart dem Fachmann, daR die
Festigkeit umgekehrt proportional der Korngrdpe ist,
wobei bei niedriger Temperatur kleinere Korngrofen
erhalten werden kénnen (vgl. D7, Seite 5, letzter
Absatz). Der Faktor 3 der Linienbreite ist zwar nicht im
Stand der Technik offenbart, er ist aber auch nicht als
kritisch erkennbar und stellt sich im Ubrigen auch
zwangslaufig ein (vgl. Anmeldung WO-A-92-17623, Figur 6).
Daher beruhen weder das Verfahren gemif Anspruch 10 noch
das Produkt gemd&pf Anspruch 1 auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Der Beschwerdegegner hat in der miindlichen Verhandlung

im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Gemap dem Verfahren nach Anspruch 10 wird zwangsliufig
eine «a-Al,03;-Schicht auf dem Hartmetall und Cermet
Substrat erhalten. Gem3B Dokument D1 wird bei bestimmten
Substrattemperaturen und Verfahrensbedingungen aber auf
einem anderen Substratkdérper eine nicht spezifizierte
Aluminiumoxidschicht aufgebracht, wihrend gemip
Streitpatent eine o-Al,0;-Schicht erhalten wird. Viele
Modifikationen des Aluminiumoxids sind bekannt, Dokument
D2 nennt z. B. y-Al,0; oder amorphes Al,0;. Es ist nicht
eindeutig, da o-Al,0; erhalten werden wirde, der
Fachmann hatte aufgrund von D2 eher y-Al,0; oder amorphes
Al,0; erwartet. Auf einem metallischen Substratkdrper wie
z. B. Stahl erhalt man eine amorphe Schicht, da die
Keimbildung, die daflir wesentlich ist, auf hoch-Fe-
haltigen Substraten ganz anders ist. Gemdf Dokument D7
wurden amorphe Schichten erhalten, obwohl gemip dem

Beschwerdeflihrer o-Al,0; erhalten werden mifte. Es war
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daher Utberraschend, daf auf Hartmetallen und Cermets
a-Al;03-Schichten erhalten wurden. Auf Zwischenschichten
wie TiN oder TiC werden in ﬁbereinstimmung mit Dokument
D7 amorphe Schichten erhalten (vgl. D7, Anspriiche 3 und
8) . Folglich ist es nicht zwangslaufig, daf o-Al,0;

erhalten werde.

Der Verbundkdrper gemdf Anspruch 1 wird zwar mittels des
Verfahrens gemdf Anspruch 10 erhalten, das Merkmal der
Linienbreite wird aber nicht zwangsliufig erhalten.
Dokument D2 zeigt nur eine y-Verbreiterung, aber keine
dreifache, die sich aber erst nach einem weiteren
Erhitzungsschritt in Luft erkennbar macht. Gemip
Anspruch 1 besteht die Schicht aus reinem o-Al;0; und die
Zwangslaufigkeit stellt sich nicht beim Stand der
Technik bei Stahl ein. Es sind weitere Parameter
notwendig, wie z. B. die Gasgeschwindigkeit oder der
Volumenstrom der Gase, welche die Keimbildung und damit
die resultierende Al,0;-Modifikation beeinflussen. Das
Streitpatent hat urspringlich auch nanokristallines und
amorphes Al,03; umfaBt (vgl. erteilten Anspruch 5). Die
zitierte Passage aus D7 fihrt den Fachmann dazu,
amorphes Al,0; und nicht besonders feinkristallines
a~Al,0; abzuscheiden, da damit die Korngrdéfen im extrem
so klein werden, daR sie sogar verschwinden. Das
Verfahren gem&p Anspruch 10 und das Produkt gem&p
Anspruch 1 beruhen daher auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
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Entscheidungsgriinde

Zuldssigkeit der verspidtet eingereichten Dokumente D10 bis D11

Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdegegner {iberein, daf
die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten
Dokumente D10 und D11, welche lediglich die Abscheidung
von TiN mittels Plasma-CVD betreffen, nicht relevanter
sind, als die bereits im Verfahren befindlichen
Dokumente. Die Kammer entscheidet daher unter Ausiibung
ihres Ermessens gemdf Artikel 114 (2) EPU, die Dokumente
D10 und D11 als prima facie nicht relevant im Verfahren

nicht weiter zu berlcksichtigen.

Anderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPU)

3149.D

Die Zuléassigkeit der gednderten Anspriiche 1 bis 10 gemaf
der Zwischenentscheidung (Artikel 123 EPU) wurde vom
Beschwerdeflhrer nicht bestritten (vgl.

Zwischenentscheidung, Punkt II der Entscheidungsgriinde) .

Durch die Streichung der urspringlich in den Ansprichen
1 und 10 (= erteilte Ansprliche 1 und 11, welche auf den
urspringlich eingereichten Anspriichen 1 und 11 basieren)
alternativ genannten Substratkdédrper "aus einer Nickel-
oder Kobaltbasislegierung" wurde weder gegen die
Offenbarung der urspringlichen Anmeldung verstofen, noch
wurde der Schutzbereich dieser Anspriiche 1 und 10
gegenilber der erteilten Fassung erweitert. Die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPU sind somit
erfdllt.
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Neuheit

Die Neuheit gegeniber Dokument D1 wurde vom
Beschwerdefihrer in der mindlichen Verhandlung in
Analogie zum Einspruchverfahren nicht mehr bestritten
(vgl. Zwischenentscheidung, Punkt III der
Entscheidungsgrinde) . Da das Dokument D1 im Zusammenhang
mit der mittels des Plasma-CVD-Verfahrens erhaltenen
Al,0;-Abscheidung kein Substrat aus einem Hartmetall oder
einem Cermet offenbart, ist die Neuheit eindeutig

gegeben.

Alle anderen zitierten Dokumente sind weniger relevant

als das Dokument D1.

Die Kammer befindet daher, daf die Gegenstinde der
unabhangigen Anspriiche 1, 9 und 10 neu gegeniiber den

eingereichten Dokumenten sind.

Erfinderische Tdtigkeit

Hauptantrag

3149.D

Néchster Stand der Technik

Die Entgegenhaltung D1 wird unbestritten als
ndchstkommender Stand der Technik erachtet. Sie
offenbart ein Plasma-CVD-Verfahren mit einer gepulsten
Gleichspannungsentladung zum Herstellen von nicht
leitenden Schichten und insbesondere Al,0;-Schichten auf
metallischen Substraten, insbesondere Stahl bei
Temperaturen zwischen 400 und 800°C, vorzugsweise
zwischen 400 und 600°C mit Spannungen im Bereich von 200

bis 900 Volt (vgl. Seite 2, dritter Absatz; Seite 3,
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zweiter Absatz; Seite 4, erster Absatz; Seite 5, erster
Absatz; Anspriche 1 bis 8). Gemaf der Entgegenhaltung D1
gehért die Beschichtung von Hartmetallen mit o-Al,0;-
Schichten bei hohen Temperaturen mittels CVD-Verfahrens

zum Stand der Technik (vgl. Seite 1, letzter Absatz).

Obwohl das Dokument D1 keinerlei Aussage liber die Art
der auf einem Stahlsubstrat mittels des beschriebenen
Plasma-CVD-Verfahrens abgeschiedenen Al,0;-Schicht macht,
kommt die Kammer aufgrund der vom Beschwerdegegner in
der mindlichen Verhandlung gemachten Aussagen zum SchlufR

1

daf? eine «o-Al,03-Schicht erhalten wird.

Auf Befragung durch die Kammer wurde von der
Beschwerdegegnerin dargelegt, daR man, wenn man das
Verfahren mit nur den Merkmalen von Verfahrensanspruch
10 ausfihrt, zwangsl&ufig immer eine «-Al,0;-Schicht auf
den spezifizierten Substraten (d. h. Hartmetall und

Cermet) im gesamten Temperaturbereich erhilt.

Des weiteren wurde von der Beschwerdegegnerin
vorgetragen, daf bei der Beschichtung wvon
Stahlsubstraten nur amorphe Al,0;-Schichten erhalten
wirden. Diese Aussage steht aber im Widerspruch zu der
gutachtlichen Offenbarung der PCT-Anmeldung des
Streitpatents (WO-A-92-17623), das in den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen eine Alternative mit
Substratkérpern aus Stahl bzw. Nickel- und
Kobaltbasislegierungen umfafte. Nach dieser PCT-
Anmeldung wurde direkt auf einem Stahlsubstrat eine
feinkdrnige «o-Al;0;-Schicht mittels des gepulsten
Gleichspannungsplasma-CVD-Verfahrens erhalten (vgl.

WO-A-92-17623, Seite 14, zweiter Absatz, Figur 5).
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Aufgrund der Tatsache, daf tatsachlich eine a-Al;0;-
Schicht auf Stahl erhalten wurde, kdénnen die Argumente
der Beschwerdegegnerin betreffend einer anderen
Keimbildung auf hoch Fe-haltigen Substraten (wie Stahl),
die zu einer amorphen Schicht fihren wirde, von der
Kammer nicht akzeptiert werden. Ebenso kdénnen die
Argumente der Beschwerdegegnerin betreffend die
Dokumente D2 und D7, wonach bei der Plasma-CVD-
Abscheidung nur amorphe oder y-Al,03-Schichten erhalten
werden, wodurch der Fachmann keine «-Al,;03-Schicht auf
einem Stahlsubstrat erwarten wirde, von der Kammer nicht
akzeptiert werden. Das gleiche gilt flir die Argumente
betreffend einen Uberraschenden Erhalt einer derartigen

o-Al,0;3-Schicht.

Das Verfahren gemdp Anspruch 10 unterscheidet sich somit
vom Verfahren gemd&p Dokument D1 lediglich dadurch, daf
diese o-Al,0;-Schicht auf einem Hartmetall- oder Cermet-

Substrat abgeschieden wird.

Aufgabe

Die Kammer ist daher der Ansicht, daff die
Aufgabenstellung fir den Fachmann, ausgehend von
Dokument D1, darin besteht, andere Substrate mit einer
a-Al,03-Schicht mittels des Plasma-CVD-Verfahrens gemap

D1 zu versehen, die als Schneidwerkstoff geeignet sind.

Lésung der Aufgabe

Diese Aufgabe wird gemd@p Anspruch 10 dadurch geldst, daR

die o-Al;03-Schicht auf einem Hartmetall- oder Cermet-

Substrat abgeschieden wird.
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Diese Ld&sung wird durxrch die Offenbarung des Dokuments D1

aus folgenden Grlinden nahe gelegt:

Der Beschwerdefilhrer argumentiert zu Recht, daf das
Dokument D1 bei der Beschreibung des Standes der Technik
Schneidwerkzeuge offenbare, welche auf einem
Hartmetallsubstrat eine mittels herkdédmmlichen CVD
aufgebrachte Al;0;-Schicht aufwiesen, wobei meist die

o-Al,0;-Struktur vorliege (vgl. Seite 1, letzter Absatz).

Die Kammer ist deshalb uberzeugt, daR der Fachmann daher
zumindest fur Versuchszwecke ernsthaft in Erwdgung
ziehen wird, auch derartige Hartmetall-Substrate gemip
dem Plasma-CVD-Verfahren nach Dokument D1 mit einer
o-Al,0;-Schicht zu versehen, da solche Verbundkdérper als

Schneidwerkzeuge bekannt sind.

Damit erhilt der Fachmann aber zwangslaufig ein
Verfahren, das alle Merkmale von Anspruch 10 aufweist.
Dem Gegenstand von Verfahrensanspruch 10 des
Hauptantrages mangelt es daher an der notwendigen
erfinderischen Tatigkeit. Der Hauptantrag des

Beschwerdegegners ist daher nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag

11.
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Der unabhingige Produktanspruch 1 unterscheidet sich von
dem mittels dem Verfahren gemdf Anspruch 10 erhdltlichen
Produkt durch das zusitzliche Merkmal, wonach die aus
o-Al,0; bestehende Beschichtung eine feinkristalline
Struktur aufweist, deren durch die Halbwertbreiten der
mit CuK,-Rédntgenstrahlung gemessenen Beugungslinien eine
mindestens dreimal so grofie Halbwertsbreite als die

eines pulverfdrmigen Kompaktkorpers aus a-Al,0; oder



12.

3149.D

- 12 - T 0889/99

einer mit einem CVD-Verfahren bei 1000 bis 1100°C

aufgetragenen «a-Al,0;-Schicht aufweisen.

Der Beschwerdefiihrer argumentiert, daf der Verbundkdrper
gemaf Anspruch 1 mit dem Verfahren gemdB Anspruch 10
erhalten werde, so daf das zusdtzliche Merkmal der
feinkristallinen Struktur, das Uber die Halbwertsbreite
der ROntgenbeugung definiert sei, ebenfalls zwangslaufig
erhalten werde. Eine Verbreiterung der Linienbreite
ergebe sich ebenfalls zwangslaufig, wobei dieser
Verbreiterung feinere Kristalle entsprichen. Die
Abscheidung bei niedrigerer Temperatur im Vergleich zur
klassischen CVD-Abscheidung resultiere auch in
geringeren Zugspannungen bzw. Druckspannungen, die
ebenfalls fir breitere Beugungslinien sorgten. Der
Faktor 3 der Linienbreite sei zwar nicht im Stand der
Technik offenbart, er sei aber auch nicht als kritisch
erkennbar und stelle sich im Ubrigen auch zwangsl&iufig
ein, da die Verfahrensmerkmale des "product-by-process"-
Anspruchs 1 identisch mit jenen von Verfahrensanspruch
10 seien (vgl. WO-A-92-17623, Seite 14, dritter Absatz;
Figur 6).

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, daR viele Parameter,
die dem Fachmann gelaufig seien, sowohl die Modifikation
als auch die Feinkristallinitat beeinflufiten. So
beinhalte der erteilte Anspruch 5 auch nanokristallines
und amorphes Al,0;, und andere Parameter, wie z. B. die
Gasgeschwindigkeit oder der Volumenstrom des Gases,
beeinfluften auch die Keimbildung und damit die
Abscheidung. Deshalb werde die beanspruchte Linienbreite

nicht automatisch erreicht.
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Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeflthrer {iberein, daf
das Streitpatent keine weiteren Parameter offenbart, die
notwendig wéren, um die beanspruchte feinkristalline
o-Al,03-Schicht gem&p Anspruch 1 zu erhalten, wie dies
von der Beschwerdegegnerin behauptet wurde. Im Ubrigen
hatte die Beschwerdegegnerin bestdtigt, daR mit dem
beanspruchten Verfahren gem&p Anspruch 10 immer eine
a-Al,03-Schicht erhalten wird, so daR sich diese
feinkristalline Struktur mit dreifacher Linienbreite
aufgrund der "product-by-process" Formulierung von

Anspruch 1 zwangslaufig ergeben muR.

Aus dem Streitpatent ist auch nicht ersichtlich, daf bei
dem angewandten Verfahren das Gasgemischsystem einen
EinfluR auf die Al,0;-Abscheidung hatte, da es nirgends
auf das System des Beispiels begrenzt ist. Das

verwendete Gassystem AlCl;/CO,/H, stellt im tibrigen das
Standardsystem zur Al;03;-Abscheidung mittels CVD dar (vgl.
D2, Seite 4, unten), was von der Beschwerdegegnerin

nicht bestritten wurde.

Die Kammer kommt daher zum Schluf, daR auch der
Verbundkoérper gemdf Anspruch 1 durch das Dokument D1
nahe gelegt wird, da der Fachmann bei Auslibung des
Verfahrens nach Anspruch 10, welches durch das Dokument
nahe gelegt wird (vgl. Punkt 10), das Produkt

zwangslédufig erhalt.

Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 des
Hilfsantrages beinhaltet daher ebenfalls keine
erfinderische Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU.
Somit ist auch der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin

nicht gewdhrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

s Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2 Das europaische Patent Nr. 0 577 678 wird widerrufen.
Die Geschaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D.’ spigarelli NAr A. Burkhart
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